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(57) Abstract: The invention relates to, inter alia, a field-effect transistor (10) which is produced by means of the SOI technique
and the salicide technique as a double-gate-transistor (10). Said transistor (10) is suitable for turn-on voltages higher than five volts,
& or even higher than nine volts, and requires only a very small chip surface.

(57) Zusammenfassung: Erldutert wird unter anderem ein Feldeffekttransistor (10), der unter Verwendung der SOI-Technik und der
Salicidtechnik als sogenannter Double-Gate-Transistor (10) hergestellt wird. Der Transistor (10) ist fiir Schaltspannungen grésser
als fiinf Volt oder sogar grésser als neun Volt geeignet und bendtigt nur eine sehr kleine Chipfliche.



